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近年，テラヘルツ波を用いた超高速無線通信や分光センシングなど，様々な応用を目指した研究開発

が進められている 1)．テラヘルツ波応用技術の実用化を加速するためには，小型集積化可能な信号発生

器の実現が不可欠である．我々は共鳴トンネルダイオード(Resonant Tunneling Diode: RTD)に着目し，無

線通信への応用を進めてきたが 2)，その RTD発振器の出力は数 10 µW と小さいため，出力の向上が必

要であった．今回，我々は RTD を用いたリング型差動発振器を提案し，その基本的な動作特性の評価と

通信実験の結果について報告する． 

図 1(a)に試作したデバイスの模式図，(b)に試作したチップ全体の写真を示す．厚さ 200 µmの InP 基

板上に半径 40 µm のリングスロット構造を形成した．図 1(a)に示すようにリングスロットの両端に 2 つの

RTDを有する構造である．リングの上部及び下部に形成したシャント抵抗は，リングスロットの長さにより選

択される目標周波数での差動発振を誘導し，それ以外の周波数でのコモンモード発振や寄生発振を抑

制する．チップ下部にはバイアス電圧印加用の電極パッドを形成した．本チップをシリコン超半球レンズ

上に配置し，発振特性の測定を行った．その際，バイアス電圧の印加はプローブを用いて行い，発生し

たテラヘルツ波をスペクトラムアナライザで測定した．図2(a)に示すように315.2 GHzにおいて単峰性の発

振スペクトルが得られた．また，同一基板に作製した single-end 構造のボウタイアンテナを用いた発振器

からの出力と比較して，4 dBの向上が得られた． 

次に，バイアス・ティを介して発振器のバイアスを ON-OFF 変調し，無線通信実験を行った．無線信号

は，ホーンアンテナで受信した後，ショットキーバリアダイオードで直接検波し，アイパターンとビット誤り率

を測定した．図 2(b)に示すように，1 Gbit/sにおいて明瞭なアイパターンが観測され，ビット誤り率 7×10-7

が得られた．本構造は，single-end構造の RTD発振器で必要なMIMキャパシタが不要なため，より高速な

変調を実現できる可能性があり，今後，数 10 Gbit/s級の高速無線通信への応用を検討していく． 

本研究の一部は，JST CREST(#JPMJCR1534)の支援を受けた． 
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図 1 : Schematic and photo of fabricated device. 
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図 2 : (a) Oscillation spectrum from fabricated device. 

 (b) Eye diagram at 1 Gbit/s. 
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